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【1.研究背景】 

C媒介による Si基板上のGe量子ドットの自己

組織的形成に関して、アモルファス Geの熱処

理による固相成長を 2 種類の構造で検討して

きた。一つは Ge/C/Si 基板の構造で、Ge/Si 界

面のSi-C結合形成がGeドットのサイズと密度

へ及ぼす影響を検討した [1]。もう一つは

C/Ge/Si基板の構造で、Cの Ge層中への拡散に

よる Ge-C結合形成が Ge のバルクエネルギー

を低減し、Ge ドットが小サイズ・高密度化し

た[2]。本報告では、これら 2つの効果を組み合

わせた場合の、Ge ドットのサイズ・密度への

影響を検討した。 

 

【2.実験方法】 

試料はMBE装置によってC2/Ge/C1/Si(100)構造

を作製した。C1=0.25 ML、Ge＝1 nm、C2＝0.1 

ML を Si 基板上に 200°C で連続的に堆積し、

その後 650ºC で 5 分間炉内アニールした。Ge

ドットの形状は AFMにより評価した。 

 

【3.結果と考察】 

各構造における Ge ドットの AFM 像を図１に

示す。C を媒介することで、Ge ドットが小サ

イズ・高密度化した。各構造におけるドットの

平均粒径と密度を図 2 に示す。平均粒径は 1 

µm
2範囲の AFM像から算出し、エラーバーは

粒径の標準偏差を示す。C/Ge/C/Si 構造で最も

小サイズ・高密度なGeドットが形成されたが、

均一性は Ge/C/Si構造に比べ劣化した。そのと

きの平均粒径、密度、標準偏差は 29.5 nm、1.7

×10
10

 cm
-2、11.9 nmであった。これは固相成

長中のSi-C結合とGe-C結合の形成による効果

を活用したことを反映していると考えている。

講演では、Cの堆積量と Si-C/Ge-C結合がドッ

ト形状に及ぼす影響などについて報告する予

定である。 
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Fig. 1. AFM images of Ge dots for each structure 

Fig. 2. Mean diameter and dot density for each structure 
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